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ELECTRO-CERAMICAS LIBRES DE PLOMO BASADA
EN LA ESTRUCTURA TIPO PEROVSKITA
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1. Motivacion 2. Desarrollo Experimental o

Mejorar la densificacion de una electro- o
ceramica libre de plomo con estructura de E_’

tipo perovskita con fase tetragonal en
forma de bulto. Esta electro-ceramica esta

B b by

basada en el compuesto de
Ba, Ca,y Tl oZr, 05, Estos bultos son
normalmente aplicados como
transductores en la industria mecatronica.
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@ o e e e 3.2. Método de Rietveld usando Fullprof 5]
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3.2. Estructura de tipo Perovskita con =%

fase tetragonal y grupo espacial P4Amm . . . . . .
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Intensidad (cuentas)

20 30 40 50 60

p a(d) bA) cA) VA R% R,p,% Rg,% X2
g/cmg,

8.286 3.971 3.971 4.004 63.17 14 189 9.45 11.8

3.5. Propiedades ferroelectricas 4. Agradecimientos
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